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私たちは酸化物を用いた新しいデバイスの開発に取り組んでいます。
光で応答する光触媒や太陽電池の設計では，構成される酸化物中に
存在する電子のエネルギー状態をしっかり知っておく必要があります。
酸化物中の電子のエネルギー状態を「知る/制御する」ことができれば，
高性能な製品として世に出すことができるでしょう。この設計技術は，
カーボンニュートラル実現に必須です。ここでは層状ペロブスカイトを
例に，電子のエネルギーをどのように観測/制御するのか紹介します。

研究シーズ概要

酸化物の作り方

原料紛を混ぜて高温で焼きます。焼くときは大気中ではなく，
酸素100%雰囲気だったり，真空中だったりします。

KCa2Nb3O10 HCa2Nb3O10 Ca2Nb3O7

少しだけ原子の組み合わせを変えただけで，このように形が
大きく変化します。

電子の様子も変わるはず



電子のエネルギー観測

可視から紫外領域のエネルギ-の光を試料に照射しその応
答を観測することで，物質がもつ電子のエネルギー状態を捉
えることができます。

①光電子収量分光法(PYS: Photoelectron Yield Spectroscopy)
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深紫外領域の光を波長スイープさせ
ながら試料に照射する。
光電子放出が始まる光エネルギーは
イオン化エネルギーIEに相当する。

専有準位からの光電子放出過程を
電流値として測定しているため，
電流値の光エネルギー依存性＝状
態密度(DOS)の積分値に相当。
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光電子が飛びだす
②光反射率測定法

2.5 3.0 3.5 4.0 4.5
0

20

40

60

80

100

R
ef

le
ct

iv
ity

 (%
)

Energy (eV)

Eg

可視から紫外領域の光を
照射することで，占有準
位(e.g. 価電子帯)から非
占有準位(e.g. 伝導体)へ
のキャリア励起を促す。
VBMから伝導体下端
(CBM)への光学遷移過程
で光吸収が起こり，反射
率が低下する。→ Eg

③放射光粉末X線回折法

アピールポイント

経験則や偶然の発見に頼らない，原理原則的な物質探索が可能です。
光触媒や太陽電池に代表される光学応答するデバイス設計に使える
はずです。 透明導体設計

神谷利夫ら，OPTRONICS 10, 128 (2004).

光触媒設計
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